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Tranzystory typu
BC 337, BC 338

3375-30/09

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szcze-
gotowe wymagania dotyczace krzemowych tranzysto-
rOw PNP malej mocy, matej czgstotliwosci, wykona-
nych technologiag epitaksjalno-planarng, typu BC 337,
BC 338 w obudowie plastykowej, do zastosowan po-
wszechnego uzytku oraz w urzadzeniach wymagajacych
zastosowania elementOw wysokiej 1 bardzo wysokiej
jakosci.

Tranzystory przeznaczone sg do pracy w ukladach
przetgczajacych, we wzmacniaczach m.cz. oraz w stop-
niach sterujacych i konicowych wzmacniaczy Hi-Fi.

Kategoria klimatyczna dla tranzystorow:

— standardowej jakosci (poziom jakosci 1) —
40/125/04,
— wysokie] jakosci (poziom jakosci III}) —
40/125/21,

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci 1V) —
40/125/56.

2. Przyklad oznaczenia

a) tranzystora standardowej jako$ci:

TRANZYSTOR BC 337-10 BN-87/3375-30/09

b) tranzystora wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BC 337-10/3 BN-87/3375-30/09
c) tranzystora bardzo wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BC 337-10/4 BN-87/3375-30/09

3. Cechowanie tranzystordw powinno zawiera¢ nastg-
pujace dane:

a) oznaczenie typu (podtypu) kodem wg tabl. 1,

b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorow wyso-
kiej 1 bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory wysokiej jakosci powinny by¢ znakowa-
ne cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jako$ci cyfra
4 umieszczong po oznaczeniu typu.

Tablica 1. Oznaczenie typu (podtypu) kodem

Typ tranzystora ~ Kod
BC 337 337
BC 337-10 33710
BC 337-16 337 16
BC 337-25 33725
BC 338 338
BC 338-10 338 10
BC 338-16 338 16
BC 338-25 338 25

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl. 2.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
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I — dopuszcza si¢ Slad (ubytek tworzywa) po wypychaczu na po-
wierzchni korpusu obudowy, 2 — dopuszcza si¢ ubytki na krawe-
dziach wyprowadzen £ =< 0,05.

Tablica 2. Wymiary obudowy CE 35

Kat
Sympol Wymiary, mm Sym.bol Wymiary, mm SI.O:
wymiaru wymiaru pien
min | nom | max min | nom | max | nom
A 4.5 — |52 { 125 — | 45| —
0351 — 0,55 M 36| — 42 | —
b — 0.4 — E 34| — 36 | —
4 @D 4,5 — | 52 k 1,2 — 1,5 —
d 1,4 — | 1,77 n*) 26| — |, 31| —
e') 2,0 — | 30 « e - - 200 |
1Y Wymiar kontrolowany w odleglosci 2 mm od ptaszezyzny podstawy
obudowy.
2}*Dotyczy oceny lutownosci.

Zgtoszona przez Zaktady Przemystu Elektronicznego KAZEL
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikéw dnia 21 listopada 1987 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1288 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10)
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5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/ @ b) badania podgrupy A2, A3, AdiC2 — wg tabl. 3,

3375-30700 p. 5.1. c) badania grupy B, C i D — wg tabl. 4,

6. Wymagania szczegélowe do badan grupy A, B, d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
CiD badaniach grupy B, C i D — wg tabl. 5.

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarOw 4
A, @D, | — wg rysunku i tabl. 2, 7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-30/00.

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, Ad i C2

W G .
Podgrupa Kontrolowan Mictoa. pemi- Sedig: e g
i Rodzaj badania olowany |l . wg PN-74/ | Warunki pomiaru stka | BC 337 | BC 338
badan parametr .
: T-01504 miary . '
d min | max | min | max
| 2 -3 4 5 6 F 8 9 10
A2 Sprawdzenie  podsta- Ices ‘ ark. 09 Ucg = 45 V, Rgr = 0 nA — | 100 — —_
wowych parametrow Ues = 25 V. Rsg = 0 nA — —_— — | 100
elektrycznych
U(Bmc.l;ol) ark. 07 Ic =10 mA, IB =0 A" 45 =4 25 —
U\sryces ark. 03 Ic = 100 pA, Regr= 0 v 50 = 30 G
U\srieso ark. 04 Ig = 100 pA, Ic = 0 v 5 = 5 =
ha1#) ark. 01 Ic= 100 mA,Uceg=1V 60 | 400 60 | 400
10 60 | 160 60 | 160
16 100 | 250 100 | 250
25 160 | 400 160 | 400
Ic = 300 mA') — 40| — 40 | —
Uc}g =1V
A3 Sprawdzenie  drugo- Uck sai') ark. 06 I¢ = 500 mA, A% —_ 0,7 — 0,7
C2 rz¢gdnych parametrow Is = 50 mA
Sk Usé) ark. 01 Ic=300mA, Us=1V | V —| 12| =] 12
A4 Sprawdzenie parame- Ices ark. 09 Uee = 45 V, Rege = 0 A — 20 — —
trow elektrycznych _ _
W tams = 125°C (po- Uee BV, Ree=0 20
ziom III 1 IV)
') Pomiar impulsowy 1, < 300 ps, 6§ < 2%.
%) Selekcja na klasy 10, 16, 25 tylko na Zyczenie odbiorcy.

Tablica 4. Wymagania szczegbtowe do badan grupy B, C i D

Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegdtowe
1 i 3 4
1 B1, CI Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wypro- proba Ub: metoda 2, 2,5 N, 1 cykl proba Ual: 5 N
wadzen r
Sprawdzenie szczelnosci proba QIl, wodny roztwor alfenolu
2 B2, C3 Sprawdzenie lutownosci wyprowadzen ocena lutowno$ci nie obejmuje cz6t wyprowadzen

(po wycigciu belki) oraz bocznej powierzchni na
wymiarze n (po wycigciu mostkow)

3 B3, C9 Sprawdzenie wytrzymato$ci na spadki swobodne potozenie tranzystora w czasie spadania — wy-
prowadzeniami do gory

4 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na udary wielokrotne mocowanie za obudowg
5 BS, €5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na nagle zmiany tem- T, = -55°C, Tp = 155°C
(poziom  jakoSci peratury
I i IV)
6 B6, C6 Sprawdzenie odporno$ci na narazenia elektryczne uktad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5, obciazenie:

dla BC337: Ucp = 35 V, -Ir = 14,3 mA
dla BC 338: U = 20 V, -Ie = 25 mA

7 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,20 + 0,25 ¢

8 C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenia state kierunek probierczy — obydwa kierunki wzdtuz osi
wyprowadzen, mocowanie za obudowg




BN-87/3375-30/09 3
cd. tabl. 4
Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegélowe
1 2 3 4
8 C4 Sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje o stalej
czgstotliwosci (poziom jakosci I) WO DU
Sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o zmienne]
czgstotliwosdci (poziom jakosci IIT 1 IV)
9 C5 Sprawdz‘c wytrzymatosci na cieplo lutowania temperatura kapieli 350°C
10 C7 Sprawdzenie wytrzymalosci na zimno Isig min = —35°C
(poziom jakosci IV)
11 C8 Sprawdzenie wytrzymatosci na suche gorgco tag max — 135°C
(poziom jakosci 111
1 1IV) "
12 C10 Sprawdzenie wymiardéw wg rysunku i tabl. 2
13 Dl Sprawdzenie odpornoSci na niskie ci§énienie atmo- temperatura narazania 25°C
(poziom jakosci III sferyczne
1 IV)
14 D2 Sprawdzenie wytrzymalto$ci na rozpuszczalniki alkohol izopropylowy lub aceton; 4 i @D wg ry-
sunku i tabl. 2
15 D3 Sprawdzenie palnosci palno$¢ zewngtrzna
16 D4') Sprawdzenie wytrzymatosci na plesn brak porostu ple$ni
(poziom jakosci II1
1 1V)
17 D5Y) Sprawdzenie wytrzymatosci na mgle solng potoZenie tranzystora dowolne
(poziom jakosci 111
1 IV)
'y Badanie étosuje si¢ przy zaméwieniu wyrobow w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.
Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzame w czasie i po badaniach grupy B, C i D
N Metoda poriss b Wartos$ci graniczne
ru wg PN-74/ - Warunki pomiaru Podgrupa badan stka BC 337 BC 338
parametru .
T-01504 miary ; :
min | max | min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Icks ark. 09 Ucg = 45 V, I = 0 B!, B3, B4, BS, Cl1, C2, C4, C5, DI m — 0,1} — —
Ucg= 25V, Ir= 0 B1, B3, B4, BS5, Cl, C2, C4, C5, DI — — - 0,1
Uce= 45V, I =0 B6, C6, C8 MHA — 05| — —
Ueg =25V, Ig=0 B6, C6, C§ HA — — — 0,5
Uce =45 V, Ig= 0 C2h A — 10 — -
Uee =25V, Ir= 0 c2h) HA — —_ — 10
hue ark. 01 Ic=100 mA, U= 1V Bl, B3, B4, BS5, C1, C2, C4, C5, C7 10 60 | 160 60 | 160
— 16 100 | 250 100 | 250
25 160 | 400 160 | 400
B6, C6, C8 10 50 | 190 S0 1 190
— 16 80 | 300 80 1 300
25 130 } 480 130 | 480
Cc2%) 10 30| — 30 —
— 16 501 — 50| —
25 80} — 1 80| —
') W czasie badania odpornofci na suche gorgco.
%) W czasie badania odpornofci na zimno,
KONIEC

Informacje dodatkowe




4 Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/09

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Potprzewodnikow, Zaktady Przemystu Elektronicznego KAZEL
w Koszalinie. ‘

2. Normy zwiazane
PN-74/T-01504/01 Tranzystory. Pomiar Az i napigcia Use
PN-74/T-01504/03 Tranzystory. Pomiar napie¢ przebicia Uggcro,

Usrices, Usricer, Usricex '
PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napig¢ przebicia Usricro

i Usrieso
PN-74/T-01504/06 Tranzystory. Pomiar napig¢ nasycenia Ucgsa

i Usesa metoda impulsowg
PN-75/T-01504/07 Tranzystory. Pomiar napi¢g¢ przebicia Ugrcro,

Uisricer, Usrices, Usricex metoda impulsowa
PN-78/T-01515 Elementy potprzewodnikowe. Ogdlne wymagania

i badania
BN-80/3375-30/00 Elamenty potprzewodnikowe. Tranzystory male;

mocy malej czg¢stothiwosci. Wymagania i badania

3. Symbol wg KTM
BC 337  — 1156221301008
BC 337-10 — 1156221301010
BC 337-16 — 1156221301023
BC 337-25 — 1156221301036
BC 338  — 1156221302009
BC 338-10 — 1156221302011
BC 338-16 — 1156221302024
BC 338-25 — 1156221302037
4 Wartosci dopuszczalne — wg rys. I-1 i tabl. I-1,

5. Dane charakterystyczne — wg rys. I-2 i I-3 i tabl, 1-2.
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Rys. I-1
I — Ry, < 250°C/W, 2 — Ry, < 200°C/W.
(Tranzystor z wyprowadzeniami o dtugo$ci 3 mm przymocowany do
ptytki drukowanej, przy czym kolektor jest potaczony z tolig mie-
dziowa o powierzchni 1 cm?).

Tablica I-1. Wartosci dopuszczalne

cd. tabl. I-1.
Ozna- Jedno- Wartosci
Lp. czenie Nazwa parametru stka dopuszczalne
parametru miary [~ 337 e 338
3 Ueso Napigcie emiter- A% 5 3
-baza
4 Ic Prad kolektora mA 800
5 Iem Prad szczytowy A 1,2
kolektora
6 Ip Prad bazy mA 100
7 Pio Catkowita  moc mW 500
wejéciowa (stata 625')
lub srednia) na
wszystkich  elek-
8 7 Temperatura ztg- . 150
cza
9 Famb Temperatura oto- S -40 + 125
czenia w czasie
pracy
10 Isig Temperatura prze- o -55 + 155
chowywania

') Tranzystor z wyprowadzeniami o diugosci 3 mm przymo-
cowany do plytki drukowanej, przy czym kolektor jest potaczony

z foliag miedziowa o powierzchni 1 cm?.

Ozna- Jedno- Wartosci
Lp. czenie Nazwa parametru stka dopuszczalne
. t 1
parametru _| miary [5e 337lgc 338
1 Ucso Napigcie kolektor- Vv 45 23
-emiter
2 Uces Napigcie kolektor- A 50 | 30
-emiter przy
L Use = 0

800
I L1 :1‘\ A | | [8C337
mA ‘Ifédﬂ, N tamp=25% BC 338
40
P
600 . ok
500 /6"1,%
40 P
v amA
300 =
200 Iy=2mA
1
100
a
10 20 30 UgeV 50
[BN-87/3375-30/09-1-2]
Rys. I-2
£ BC 337
hass B( 338
150 n b"25'f OAEE
100 =
— —ENIT
m oy
0 - sy 5
10° 10 10 I mA 10

[BN-87/3375-30/09-1-3)

Rys. 1-3




Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/09 5
Tablica I-2. Dane charakterystyczne
Ommacaenic T Warto$ci parametréw
Lp. Nazwa parametru Warunki pomiaru stka BC 337 BC 338
parametru :
miary [ . :
SImin | typ | max | min | typ | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ices Prad zerowy kolektora Ucs=45V,Rpe= 0 nA —_ — |100 — — —
U= 25V, Ree=0 nA — - —_ —_ — | 100
2 Uisrico') Napigcie przebicia kolektor- Ic=10mA, Iz=0 A% 45 — - 25 | — —
-emiter
3 Ulsryces Napigcie przebicia kolektor- Ic= 100 p4, Rge= 0 V. 50 -_— —_ 30 —_ —
-emiter
4 Uisrieso Napigcie przebicia emiter- Ie= 100 pA, Ic=0 V 3 — — 5 — —
-baza ‘
5 Uck sat') Napigcie nasycenia kolektor- Ic= 500 mA, Is= 50 mA A% _— — 07| — —_ 0,7
-emiter _
6 Usd') Napi¢cie baza-emiter Ice=300 mA, Ucz=1V \% — —_ 121 — — 1.2
# &
7 haig?) Statyczny  wspobiczynnik Ic= 100 mA, Ucg=1V 60 | — 400 60 | — [400
wzmocnienia  pradowego - _ —
w ukiadzie wspolnego emitera 10 W . w ¥
16 100 | — {250 100 | — 250 °
25 160 — |400 160 — | 400
Ic= 300 mAY) Ucg=1V —_ 40 | — | — | 40 | — | —
8 Jr Czestotliwo$¢ graniczna Ic=10mA, Ucg=5V MHz —_ 150 — ey 150 —
£= 100 MHz
9 Ccso Pojemnos$¢ zlgcza kolektor- Uce= 10V, Ig=0 pF — 71 — — 7| —
-baza f=1MHz

') Pomiar impulsowy #, < 300 us, 6 < 2%.
%) Selekcja na klasy wzmocnienia 10, 16, 25 tylko na zyczenie odbiorcy.




